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１．概要（Summary） 

MEMS デバイスの作製にあたり、弊社内には設備がな

くデバイス作製が出来ない。そこで、シリコンの Deep-RIE
加工、SiO2、と SiN の RIE 加工を東北大学ナノテク技術

支援センター（東北大学試作コインランドリ）の微細加工

設備で助言を頂きながら行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

DeepRIE 装置#1 
DeepRIE 装置#3 
ケミカルドライエッチャー（CDE） 
 

【実験方法】 
東北大学ナノテク融合技術センターで Fig. 1 に示すとお

り、SiN、SiO2 のエッチングを Deep-RIE 装置で行った。

電極の成膜、エッチングを行い、再び東北大学ナノテク融

合技術センターでDeep-RIE装置でSiN、SiO2、Siをエ

ッチングし、Fig. 2 に示すような目標の形状が得られた。

プロセス条件は、既存レシピを使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Device fabrication process flow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 SEM image of Deep-RIE. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
SiN、SiO2 のエッチングでは、テーパーエッチング形状

の作り方の基礎からレシピ、フォトレジストの選定に至るま

で、実施機関による適切なアドバイスにより、初回の試作

から満足するエッチング形状が得られた。シリコンの

Deep-RIE加工では、目的のMEMSデバイス加工ができ、

デバイスで必要とされる形状を得られた。また、工程設計

が不十分で急遽、予定にはなかった工程を行う場合や、

予想以上に工程時間がかかり、装置の利用時間を延長す

る場合も、実施機関の臨機応変な対応で、滞りなくデバイ

スの作製が出来た。 
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